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１．概要（Summary） 

全光信号処理デバイスとして多モード干渉導波路を用

いた全光フリップフロップや面発光レーザを用いた全光イ

ンバータが実証されている。我々は集積化に適した半導

体量子井戸マイクロリングレーザの、隣接発振波長間で

の全光フリップフロップとインバータの実証を行ってきた。

本課題では，全光インバータの動作条件について検討し

た。 

 
２．実験（Experimental） 

活性層に InGaAs/InGaAsP多重量子井戸，クラッドに

InP を用いたハイメサ導波路により all-pass 型マイクロリ

ングレーザを製作した。高速大面積電子線描画装置

（F5112）を利用して、光導波路パターンおよび電極配置

パターンの描画を行った。クリーンドラフト超純水を利用し、

パターン描画用基板の準備を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

波長1588.93 nm(λ0)でCW発振するリングレーザに隣

接発振波長 1589.970 nm(λ1)に近い 1589.985 nm の

CW 光を Prot#1 から入射させ，光強度を変化させて

Port#2からの出力スペクトルのλ0，λ1の発振ピーク強度を

測定した(Fig. 1)。入力光強度を増加させるとλ0の発振ピ

ークが約20 dB低下して，-15 dBm以上でλ1の発振に切

り替わる光インバータ動作を確認した。入力光の波長が

変化したときの発振ピーク強度の Detunig 特性を Fig. 2
に示す。入力光波長がλ1より0.0015 nmだけ長波長側で

ピーク強度の変化が最も大きく，入力光強度約-3 dBmで

光インバータ動作の起きる波長幅は約 0.04 nm(5 GHz)
であった。なお，微分量子効率から出射導波路の損失は

約 48 dB と求められるので，リング部からの出射光は約 2 
dBm と見積もられる。 
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Fig.1 Injected power dependence of inverter operation. 
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(b) 

Fig.2 Detuning dependence of inverter operation 
(a) Output power at λ0, (b) Output power at λ1 

 
４．その他・特記事項（Others） 
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